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Представленные формулы даны для режима пассивного запирания.

В большинстве случаев используют транзисторный ключ с общим эмиттером (ОЭ), в котором нагрузочный резистор
включен в цепь коллектора (рис.

 Hh Obd Advanced Bluetooth Software

19 Определить коммутационные параметры транзистора можно, зная граничную частоту его работы и коэффициент
насыщения.. Пересечение кривой i Б = 0 с нагрузочной прямой дают точку границы режима отсечки (точка От рис. 
Tipos De Botones Pulsadores

Free Expense Report For Mac

 Forecast Bar 1.1 Download
 Поэтому это свойство определяет быстродействие и зависит от мощности, выделяющейся в ЭК, которая прямо
пропорциональна времени нахождения рабочей точки транзистора в интервале Нс – От. Dell Latitude C640 Lan Drivers
Download
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График временных процессов коммутации транзис-торного ключа изображен на рис.. Напряжение и токи,
соответствующие открытому (насыщение) и закрытому (отсечка) состояниям транзистора, могут быть определены с
помощью выходных характеристик транзистора, включенного по схеме (ОЭ) (рис.. Электронные ключи на биполярных
транзисторах.. Пересечение Uкб = 0 с нагрузочной прямой дают точку границы режима насыщения (точка Нс).. Iб нас >
Iк/h 21Э = I Б ГР Превышение базового тока насыщенного транзистора над его граничным значением характеризуется
коэффициентом насыщения: q = Iб нас / I Б ГР.. Применение биполярных транзисторов Транзисторный ключ..
Помехоустойчивость транзисторного ключа тем больше, чем выше коэффициент насыщения.. Длительность нахождения
транзистора в состоянии в этой области для реального Эк зависит от собственных частотных свойств транзистора.. Ток
базы в режиме насыщения равен сумме двух токов – току коллектора и току эмиттера прямо смещенных переходов..
Схема транзисторного ключа (а) и выходная ВАХ транзистора для схемы включения с общим эмиттером (б)
Нагрузочная прямая, соответствующая выбранному значению сопротивления RН, отсекает на оси абсцисс напряжение
Uп, а на оси ординат – ток, равный Uп/Rн. e828bfe731 Group Apps Mac Launch Bar

e828bfe731 
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